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Ⅰ 当該年度における計画と成果 
  

１．当該年度の担当研究開発課題の目標と計画 

① 接合技術の課題抽出と解決策導出 

ウエーハ接合技術・3 次元積層技術の基本構成要素を検証し、ある程度の確立を試みる。 

② 不要基板除去技術の課題抽出と解決策導出 

接合技術適用の上で必要となってくる、接合した状態ですべての工程が完了した後に不要となる

Si 単結晶ウエーハの除去技術を平成 26 年度から 27 年度にかけて検討する。 

 

２．当該年度の担当研究開発課題の進捗状況と成果 

2-1 進捗状況 

① CMOS 基板上に配置する単結晶 MTJ 構造の見直しを行い、新規 MTJ 構造を実現するための基板貼り

合わせプロセスを机上検討。 

② Ta 接着層を用い、常温接合によるウェーハ接合を検証。 

 

2-2 成果 
① 新規 CMOS 基板上単結晶 MTJ 構造を実現するための基板貼り合わせプロセス立案。 

② Ta 接着層の表面粗さを 0.2nm 以下に低減し、接合前に Ar 中性原子ビームにて接着層表面の酸化

物を完全除去することにより、接着強度が大きい Ta 接着層同士のウェーハ接合が可能である。 

    

2-3 新たな課題など 

①  従来想定していた基板貼り合せプロセスは、ウエーハ接合 1回、Si不要基板除去 1回であったが、   

これだと MTJ の構成順序と CMOS 電流との整合性に難があった。ウェーハ接合 2 回、 

Si 不要基板除去 2 回行うことで、MTJ 構成順序を変更することで上記課題を回避できることが 

分かったため、新規の基板貼り合せプロセスも併せて検討を行うこととした。 

③ 新規基板貼り合わせプロセスは、ウェーハ接合 2 回、Si 不要基板除去 2 回と工程数が増加すると 

共にプロセス難易度の増大、コスト増大が見込まれるが、6F2 スケールの大容量メモリ実現のた 

めに必要となっているので、検討を行っていく。 

３. アウトリーチ活動報告 
   特になし 
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